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€9 Kanai-Sekundirelektronenvervieifacher.

€) Es wird ein Kanal-Sekundarelekironenvervielfacher
mit einem mechanisch widerstandsfidhigen Tragerkorper
(12) aus Metall oder Keramik beschrieben, der einen Ver-
vielfacherkanal bildet, dessen Wand mit einer sekundér-
emissionsfahigen Schicht (22) beschichtet ist, die durch
Reduktion der Oberflache einer Glasurschicht erzeugt wur-
de. Der thermische Ausdehnungskoeffizient des Materials
des Tragerkorpers ist mindestens 10% gréBer als der der
Glasurschicht, um das Auftreten von Rissen, die das elekiri-
sche Arbeiten des Vervielfachers beeintrachtigen, zu ver-
hindern bzw. den EinfluB etwaiger Risse weitgehend auszu-
schalten. Der Kanalvervielfacher hat vorzugsweise einen
sich trichterférmig erweitenden Anfangsabschnitt. Die
sekundaremissionsfahige Schicht (22) im trichterférmigen
Anfangsabschnitt des Vervielfacherkanales ist durch eine
spiralenformige Rille in einen spiralenférmigen Streifen
unterteilt, um eine Feldverteilung zu erzeugen, die ein effek-
tiveres Sammeln der Elektronen im Anfangsabschnitt be-
wirkt.

ACTORUM AG
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Kanal-Sekundirelektronenvervielfacher

Die vorliegende Erf%ndung betrifft~einen Kanal-Sekundarelektronen-
vervielfacher mit einem Trigerkdrper, der einen langgestreckten,
rohrférmigen Vervielfacherkanal enthilt, welcher einen Hauptteil und
einen sich an diesen anschliefBlenden, sich trichterartig erweiternden
Anfangsabschnitt aufweist, und mit einer Beschichtung, die auf der
Innenwand des Vervielfacherkanals einschlieBtich des Anfangsab-
schnittes angeordnet ist und deren Oberfldche eine sekundar-

emissionsfdhige Widerstandsschicht bildet.

Kanal-Sekundirelektronenvervietfacher (im folgenden kurz "Kanalver-
vielfacher™) sind z.B. aus US-A-4305744, DE~-B-1964665, DE-A-1902293
und GB-A-1440037 sowie dem Valvo-Datenblatt X914AL, X914BL bekannt
und werden seit Llangerem zur Elektronenstromverstarkung in Detek-

toren fir Elektronen, Ionen und Photonen verwendet. Die im Handel
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erhdltlichen Kanalvervielfacher des hier hauptsédchlich interessie-
renden Typs, die einen einzigen Llanggestreckten, im allgemeinen
gekrimmten Vervielfacherkanal enthalten (im Gegensatz zu den sog.
"Kanalplatten", die eine Vielzahl nahe benachbarter, kurzer und
meist gerader Vervielfacherkandle enthalten), bestehen im allgemei-
nen aus einem gekrimmten Rohr aus Bleiglas. Der sich an die
Eintrittsoffnung anschlieBende Anfangsabschnitt des durch das Glas-.
rohr gebildeten Vervielfacherkanales kann =zur VergréBlerung des
Einfangquerschnittes flr die nachzuweisenden Teilchen trichterartig
erweitert sein. Die Oberfléche des durch das Glasrohr gebildeten
Vervielfacherkanales besteht aus einer elektrisch leitfdhigen
Schicht mit hohem Sekundiremissionskoeffizienten, die im allgemeinen

durch Reduktion des Bleiglases gebildet worden ist.

Die aus einem Glasrohr bestehenden bekannten Kanalvervielfacher sind
mechanisch sehr empfindlich, wodurch auch ihre Abmessungen auf
verhaltnismafBig kleine Werte beschrankt werden. Dieser Nachteil wird
bei dem Kanalvervielfacher, der aus der oben bereits genannten US-A-
4 305 744 bekannt 1ist, durch die Verwendung eines mechanisch
widerstandsfahigen TragerkOrpers aus Keramik vermieden, der den
vervielfacherkanal bildet. Die Innenwand des Kanals ist mit einem
sekundaremissionsfadhigen Material beschichtet, das vom Material des
Trégerkdrpers verschieden ist und aus Lletzterem auch nicht durch
Reduktion oder irgendeine andere chemische Umsetzung gebildet wird.
Die Beschichtung kann 2z.B. aus Bleiglas bestehen, das an der
Oberfliche reduziert ist. Die Beschichtung und die Keramik des
TrdgerkOrpers sollen im wesentlichen den gleichen Warmeausdehnungs-
koeffizienten haben, wobei Unterschiede bis zu 8 % als zulissig

angesehen werden.

burch die Verwendung eines Tr3gerkorpers aus einem mechanisch
widerstandsfahigen Werkstoff wird es zwar méglich, Kanalvervielfa-
cher mit groBeren Abmessungen, die mechanisch verhdltnismiBig robust

sind, herzustellen, dabei treten dann jedoch andere Probleme auf. Es
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hat sich namlich gezeigt, daB bei VergrdBerung des Durchmessers des
trichterfdérmigen Anfangsabschnittes des Vervielfacherkanals das
Sammlungsvermdégen fir die nachzuweisenden Teilchen nicht im gleichen
MaBe wie die Abmessungen des Trichters zunimmt. Ferner treten haufig

elektrische Instabilitéten auf.

Der vorliegenden Erfindung liegt dementsprechend die Aufgabe zugrun-
de, einen Kanalvervielfacher der eingangs genannten Art dahingehend
weiterzubilden, daB ein stabiles Arbeiten gewdhrleistet ist und daB
er ohne itbermidBige Beeintrichtigung der elektrischen Eigenschaften

auch in gréfBleren Abmessungen hergestellt werden kann.

Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daBl die
elektrischen Mangel, die bei VergrdBlerungen der Abmessungen von
Kanalvervielfachern der obengenannten Art auftreten, im wesentlichen
auf zwei Ursachen zurlckzufthren sind: Erstens bilden sich in der
aktiven, sekunddremissionsfdhigen Schicht feine Risse, die elek- _
trische Unstetigkeiten zur Folge haben und dadurch das Arbeiten des
Vervielfachers beeintrdchtigen. Zweitens wird die Feldverteilung im
trichterfdormig erweiterten Anfangsabschnitt des Kanals mit zunehmen-
den Abmessungen des Trichters im Hinblick auf die Sammlung der dort
auftreffenden oder erzeugten Primarelektronen 1immer schlechter.
Diese Mangel kbnnen einerseits dadurch beseitigt werden, daB man den
Ausdehnungskoeffizienten des Tragermaterials wesentlich gréBer,
insbesondere mindestens 10 %, vorzugsweise 15 %, am zweckmadBigsten
mindestens 20 bis 25 7% groBer als den Ausdehnungskoceffizienten der
die sekundiremissionsfdhige Schicht bikdenden Beschichtung macht und
diese z.B. aus einem Glasurlberzug bei einer Temperatur bildet, die
wesentlich Uber den im Betrieb zu erwartenden maximalen Temperaturen
liegt, so daBl die Beschichtung unter allen Betriebsbedingungen unter
einer erheblichen Druckspannung gehalten wird. Durch diese Druck-
spannung wird das Auftreten von Rissen und Unstetigkeiten weitest-

gehend verhindert.
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Dadurch, daB man die sekundaremissionsfdahige Schicht im Trichter
durch eine spiralenfdérmige schmale Unterbrechung unterteilt, so dafB
sie im Trichter einen spiralenférmigen Streifen bilden, ergibt sich
eine Feldverteilung, die gewadhrleistet, dafl alle aus der Trichter-
oberfliche herausgeschlagenen Elektronen 1in den Kanal gesaugt

werden.

Im folgénden werden Ausflhrungsbeispiele der Erfindung unter Bezug-

nahme auf die Zeichnung ndher erldutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine teilweise geschnittene Seitenansicht eines Kanalver-

vielfachers geméfl einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung;

Fig. 1a eine Schnittansicht eines Teiles des Trigerkérpers des

Kanalvervielfachers gemdB Fig. 1 in gréBerem Mallstab;

Fig. 2 einen Axialschnitt eines Kanalvervielfachers gemiB der zwei-

ten Ausflhrungsform der Erfindung und
Fig. 3 eine Ansicht in einer Ebene III-III der Fig. 2.

Der in Fig. 1 dargestellte Kanalvervielfacher 10 hat einen einzigen
langgestreckten rohrférmigen, gebogenen Kanal, der durch einen
TragerkOrper 12 aus Metall, insbesondere nichtrostendem Stahl,
gebildet wird. Der Tragerkdrper 12 hat einen wendelfbérmigen Haupt-
teil 12a, der vorne in einen sich konisch erweiternden Anfangsab-
schnitt oder Trichter 12b und hinten in ein gerades Stlick 12c
Ubergeht. Der Trichter 12b bildet eine Eintrittséffnung 12d, bei der
er mit einem Befestigungsflansch 14 vakuumdicht verbunden ist. Ein
metal lisches, an einem Ende geschlossenes Endstlick 20 ist mit seinem
offenen Ende Uber ein Keramik-Zwischenstick 18 isoliert an das

gerade verlaufende Kanalende 12c vakuumdicht angeschmolzen.



0137954

Die den Kanal begrenzende Innenfliche des metallischen Tragerkorpers
12 einschtieBlich des Trichters 12b ist im wesentlichen vollsténdig
mit einer zusammenhdngenden Schicht 22 (Fig. 1a) aus einer Bleiglas-
glasur Uberzogen. Die freie Oberfléche der Glasurschicht 22 ist in
Ublicher Weise reduziert, um eine Widerstandsschicht 22a mit hohem
Sekundaremissionskoeffizienten zu bilden. Bei der Fertigung ist
darauf zu achten, daB eine dlnne, zusammenhdangende unreduzierte
Bleiglasschicht 22b zwischen der reduzierten Schicht und dem Metall
des Trigerkdrpers verbleibt, um einen KurzschluB =zwischen der
sekundidremissionsfahigen Schicht 22a und dem leitenden Tragerkérper
12 zu verhindern. Die diinne halbleitende sekundiremissionsfdhige
Schicht 22a bildet mit der Metallwand des Koérpers 12 einen
elektrischen Kondensator, dessen Dielektrikum aus der unreduzierten
Bleiglasschicht 22b besteht. Dieser Kondensator kann als Energie-
speicher fir den Elektronen-Lawinenstrom im Ende des Vervielfacher-
kanals genutzt werden. Dadurch konnen bei jedem Impuls mehr
Sekundidrelektronen freigesetzt werden, als es bei einem konventio-

nellen Kanalvervielfacher mdéglich ist.

Bei dem Kanalvervielfacher gemadB Fig. 1 kann der Flansch 14 als der
eine AnschluB an die halbleitende Vervielfacherschicht dienen,
wihrend der andere AnschluB3 durch das Endstlck 20 gebildet wird, das
sowohl als Anode als auch als Auffanger dient und im Betrieb auf
einer Spannung von ca. +3,0 kV bezlglich des auf Masse Lliegenden
Flansches 14 gehalten werden kann. Es ist jedoch auch moglich, den
Anschlul am offenen Ende des Trichters-12b vom Flansch 14 elektrisch
zu trennen, z.B. durch die Glasur oder eine Emaillierung, und
zwischen den Flansch 14 und eine AnschluBelektrode an der Eintritts-
6ffnung des Trichters 12b eine Ziehspannung von 0O bis 200 V (Ein-
gangsflansch negativ bei positiven Primdrteilchen) zu legen, um das

Einsammeln geladener Primarteilchen zu verbessern.

Die Eintrittsdffnung des Trichters 12b kann bei der beschriebenen

Konstruktion ohne weiteres einen Durchmesser von mehr als 20 mm,
z.B. 25 mm haben.
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Ein Vorteil der anhand von Fig. 1 beschriebenen Metallbauweise ist
die relativ gute thermische Leitfdhigkeit des Tragerkdrpers, was bei

hoher Belastung ebenfalls zur Stabilitdt beitrigt.

Un den gewlnschten groBen Eingangstrichter und den daran an-
schlieflenden engen Kanal gleichmaBlig und méglichst in einem Arbeits-
gang mit der Glasur zu beschichten, wird vorzugsweise ein cremiger
Brei aus feingemahlenem Glaspulver in einem fllssigen Tragermate-
rial, insbesondere 1Isopropylalkohol verwendet. Dieser Brei wird
durch EingieBen, Streichen oder Spritzen aufgebracht. Die gesamte
Schicht kann auf diese Weise bereits bei Zimmertemperatur auf der
gewunschten Oberfl&dche verteilt und noch vor dem Einbrennen visuell
kontrolliert werden. Der Triger wird nun langsam so weit erhitzt,
bis die Glasur glatt verflieBt, also beispielsweise auf etwa 800 °c,
und anschlieBend wieder abgekthlit. Bisher hat man die Glasurschicht
durch EingieBen und Hindurchpressen einer flissigen Glasmasse
hergestellt, die dabei eine weit geringere Z&higkeit und damit eine
wesentlich hdhere Temberatur (ca. 1000 °c) haben muB als es fir das
Verlaufen der Glaspulverschicht erforderlich dist, was bei den
bekannten Verfahren "die Anzahl der verwendbaren Trigermaterialien
begrenzt, einen wesentlich héheren Aufwand erfordert und speziell

fur groBe Trichter kaum anwendbar ist.

Vor dem Verschmelzen wird das Glasurmaterial vorzugsweise entgast.
Das Einbrennen sollte daher im Vakuumofen erfolgen mit anschlieBen-
dem Glattbrennen in oxidierender Atmosphdre. Die Bleiglas-Gltasur-
schicht wird dann in Ublicher Weise reduziert, z.B. durch Erhitzen
auf 370 bis 400 °C fir etwa sechs Stunden in Wasserstoff von 100 bis
200 kPa, um eine gleichmiBige Emissionsschicht von ca. 10 nm Dicke
zu erzeugen. Damit wird der Kanalwiderstand als Funktion des

Kanalquerschnitts und der Lange berechenbar und optimierbar.

Bei den bekannten Kanalvervielfachern mit trichterartig erweitertem

Eintritt hangt die Wirksamkeit der einzelnen Flachenbereiche der
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Trichteroberfliche davon ab, 1in welchem MaBe die aus der Schicht
herausgeschlagenen Elektronen auch in den Anfang des Hauptteiles 12a
des Kanals hineingesaugt werden. Da die Erweiterung des Quer-
schnitts des Trichters 12b eine Verringerung des Widerstandes in
Axialrichtung bewirkt und damit eine Verkleinerung der Feldstarke,
ist der Trichter im Grunde genommen nur innen beim Ubergang zum
Kanal 12a voll wirksam. Zum vorderen (eintrittsseitigen) Rand hin
fallt die Empfindlichkeit schnell ab und man erreicht bald einen
Punkt, bei dem eine Vergrdéflerung des Trichterdurchmessers keinen
Gewinn mehr bringt. GemdB der Erfindung wird die Widerstands- und
Emissionsschicht im Trichter durch eine schmale spiralige Trennung,
d.h. einen nichtleitenden Zwischenraum, 1in einen spiralenfdrmigen
Streifen unterteilt. Die Breite des Streifens 1ist vorzugsweise
wenigstens annhdhernd gleich dem 1inneren Umfang des Kanals 12a.
burch Variation der Breite des Streifens hat man es in der Hand, ein
Fihrungsfeld in Richtung zur Trichtermitte zu erzeugen und damit
alle Elektronen von allen Teilen des Trichters einzusammeln. Die
Breite der z.B. durch Ritzen erzeugten Trennung 234 soll klein gegen
die Breite des spiralenférmigen Streifens 26 sein. Die Trennung 24
kann auch durch entsprechende Formgebung des Tréagerkdrpers 12
erzeugt werden. Bei dem Kanalvervielfacher gemdB Fig. 1 kann man den
die 1innere Oberflache des Tradgers vor dem Glasieren mit einer
Emaille beschichten, um eine hohe elektrische Durchschtagsfestigkeit
bei gleichzeitig groBer Kapazitadt zu erreichen. Der Schmelzpunkt
dieser Emaille-Zwischenschicht muB selbstverstandlich zwischen der
des Tréagers und der der Glasur liegen und kann die unreduzierte

Schicht 22b ersetzen.

Die in den Fig. 2 und 3 dargestellte Ausfilhrungsform des vorliegen-
den Kanalvervielfachers enthilt einen Tragerkérper 112 aus Isolier-
keramik. Der Tragerkdrper 112 hat eine im wesentlichen zylindrische
AuBenwand und bildet einen Vervielfacherkanal mit einem trichterfdr-
migen Anfangsabschnitt ("Trichter™ 115 und einem spiralenférmigen
Kanalteil 117 <(siehe auch Fig. 3), dessen axiale Mittellinie im

wesentlichen in einer Ebene liegt. Der Kanalteil 117 wird durch eine
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spiralenférmige Ausnehmung, z.B. zunehmender Tiefe und im wesentli-
chen konstanter Breite, 2z.B. etwa 2 mm 1in der hinteren ebenen
Stirnflache des im wesentlichen zylindrischen Tragerkdérpers 112
gebildet. Um eine gewlnschte Feldstarkeverteilung im Kanal zu
erreichen, kdénnen Tiefe und Breite des Kanals variiert werden. Der
Kanalteil 117 des Vervielfacherkanals wird durch eine Keramikplatte
119 geschlossen. Die Krimmung des Vervielfacherkanals ist mbglichst
gleichmaBig und um dies beim Ubergang vom Trichter 115 in den
Kanalteil 117 zu erreichen, kann die Platte 119 eine entsprechende
Vertiefung 121 enthalten, die einen Teil der Kanalwand bildet und
dadurch einen Ubergang mit gleichmdfiger Krimmung vom Trichter zur
Spirale ermoglicht. Das sich an den Trichter anschlieBende erste
Stlck des Kanalteiles 117 1ist vorzugsweise etwas enger als der Rest
des Kanalteiles 117.

Der Trichter 115 und der spiralenférmige Kanalteil 117 sind mit
einer Glasur versehen, die die sekundiremissionsfdhige Schicht
bildet und ebenso hergestellt - werden kann, wie es oben unter
Bezugnahme auf Fig. 1 erldutert worden war. Die Sekundiremissions-
schicht endet an einem AnodenanschluB A, der 2z.B. aus einer
Metallisierung bestehen kann. Am Ende der den Kanalteil 117
bildenden spiralenférmigen Ausnehmung befindet sich ein Auffiénger
120, der ebenfalls aus einer Metallisierung bestehen kann und von
der Anode A durch ein unbeschichtetes, isolierendes Stick 121 des

spiralenfdérmigen Kanalteils getrennt ist.

Die die Anode A und den Auffinger 120 bildenden Metallisierungs-
schichten sind nach auBlen herausgefihrt und mit geeigneten Anschlis-

sen, z.B. 123, verbunden.

Der eigentliche Kanalvervielfacher ist durch ein am Trigerkoérper 112
und der AbschiuBplatte 119 angeglastes oder angelOtetes becherfor-
miges Zwischenstiick 125 aus Metall in den Flansch 129 vakuumdicht
eingeschweiBt. Ein darlber fassendes Geh3use 127 tragt die elek-

trischen Anschlisse fur einen Hochspannungs-Eingang 131 sowie fur
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einen Impulsausgang 133. Im Inneren des Gehduses konnen elektrische
Bauelemente, z.B. ein Verstadrker fiur das Ausgangssignal unterge-

bracht werden.

Die vakuumdichte Ausflhrung gemdB Fig. 2 erlaubt den Betrieb unter
Vakuumbedingungen, wahrend gleichzeitig die Anschlisse 123 bzw. 133

sowie Anode bzw. Hochspannungs-Eingang 131 frei zugdnglich sind.

Die Emissionsschicht im Trichter 115 ist vorteilhafterweise durch
eine spiralenfdrmige schmale Unterbrechung 124 in einen spiralenfor-
migen Streifen 126 unterteilt, wie es anhand von Fig. 1 erlautert
worden war. Die Breite B des Streifens ist vorzugsweise etwa gleich
2 d, wobei d die Breite des Hauptteiles des Vervielfacherkanals
bildet (Fig. 3). Im Betrieb kann an der Anode A eine Spannung
von +2400 bis +3700 Vv beztglich eines Anschlusses 135 am Eintritt
des Trichters 115 Llijegen, welcher vorzugsweise auf Massepotential
liegt und z.B. {ber das Zwischenstick 125 mit dem Flansch 129
elektrisch verbunden ist. Der Auffinger 120 sollte eine Spannung von

ca. +10 V ./. +150 vV gegenlber der Anode aufweisen.

Der Bahnwiderstand 'des Vervielfacherkanals sollte im allgemeinen

kleiner oder gleich 108 Ohm betragen.

per Kanalvervielfacher gemifB Fig. 2 L&Bt sich dadurch abwandeln, daB
die den Kanal bildende Oberfliche des keramischen Tragerkoérpers 112
zuerst metallisiert und dann erst mit der Glasur Uberzogen wird, so
dafl man ebenfalls einen Kondensator zur Verflgung hat, wie bei dem

Kanalvervielfacher mit metallischem TragerkOrper gemdf3 Fig. 1.

Der wendel- bzw. spiralférmige Streifen, aus dem die sekundiremis-
sionsfahige Schicht 1im trichterférmigen Anfangsabschnitt besteht,

ist zweckm&fBigerweise im wesentlichen koaxial mit der Trichterachse.
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14. August 1984
11467/EP Dr.v.B/Scha/56

Max-Planck-Gesellschaft
zur Forderung der Wissenschaften e.V.,
Bunsenstrasse 10, D-3400 Gottingen (DE)

Kanal-Sekundi&relektronenvervielfacher

Patentanspriiche

1. Kanal-Sekundirelektronenvervielfacher mit einem Trdgerkdrper (12,
112), der einen Llanggestreckten, rohrférmigen Vervielfacherkanal
enthdlt, welcher einen Hauptteil und einen sich an diesen an-
schlieBenden, sich zu einer Eintrittsdffnung hin trichterartig
erweiternden Anfangsabschnitt (12b, 115) aufweist und mit einer
Beschichtung (22) die auf der Oberfliche des Vervielfacherkanals
einschlieBlich des Anfangsabschnittes angeordnet 1ist und deren
Oberfléche eine sekunddremissionsfdhige Widerstandsschicht ( 2a)
bildet, dadurch gekennzeichnet, daB die sekunddremissionsfdhige
Widerstandsschicht (22a) 1in dem sich trichterartig erweiternden

Anfangsabschnitt (12b) einen wendelartigen Streifen (26) bildet.

2. Kanal-Sekundirelektronenvervielfacher nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafl die Breite des Streifens (26) in der GrdBenord-
nung des Umfangs des sich an den trichterartig erweiterten Anfangs-—
abschnitt anschlieBenden Hauptteils (12a) des Vervielfacherkanals

Liegt.
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3. Kanal-Sekundarelektronenvervielfacher mit einem Tragerkérper (12,
112), der einen langgestreckten, rohrfdrmigen Vervielfacherkanal
enthilt, welcher einen Hauptteil und einen sich an diesen an-
schlieBenden, sich 2zu einer Eintrittséffnung hin trichterartig
erweiternden Anfangsabschnitt (12b, 115) aufweist und mit einer
Beschichtung (22) die auf der Oberflache des Vervielfacherkanals
einschlieBlich des Anfangsabschnittes angeordnet dist und deren
Oberfliche eine sekundaremissionsfahige Widerstandsschicht (22a)
bildet, dadurch gekennzeichnet, daB der Werkstoff des TragerkGrpers
(12, 112) einen Wérmeausdehnungskoeffizienten hat, der mindestens 15
% groBer ist als der Warmeausdehnungskoeffizient des Materials der

sekunddremissionsfdhigen Widerstandsschicht.

4. Kanal-Sekundérelektronenvervielfacher nach einem der vorher-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daB die Eintrittsdéffnung
des Vervielfacherkanals vakuumdicht mit einem AnschluBflansch (14,
129) verbunden ist. |

5. Kanal-Sekundarelektronenvervielfacher nach einem der Ansprliche 1
bis 3, dadurch gekennhzeichnet, daB der Tragerkorper (12) aus Metall
besteht, und daB sich zwischen der sekundidremissionsfdhigen Wider-
standsschicht (22a) und dem TragerkOrper eine elektrisch isolierende
Schicht (22b) befindet.

6. Kanal-Sekunddrelektronenvervielfacher nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl der Trégerkdrper (112) aus
Keramik besteht, eine sich zu einer Eintrittséffnung hin trichter-
férmig erweiternde Ausnehmung, die einen Anfangsabschnitt (115)
eines Vervielfacherkanales bildet, hat und eine Fliche mit einem
offenen spiralenférmigen Kanalteil (117) aufweist, dessen radial
innen gelegener Anfang mit dem trichterférmigen Anfangsabschnitt in
Verbindung steht, und daB der spiralenformige Kanal durch eine

isolierende Platte (119 verschlossen ist (Fig. 2 und 3).
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7. Kanal-Sekundirelektronenvervielfacher nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Platte (119) beim Ubergang des Kanales vom
trichterformigen Anfangsabschnitt (115) 1in den spiralenférmigen
Kanalteil (117) eine muldenartige Vertiefung (121) aufweist, die

einen gekrummten Wandteil des Vervielfacherkanals bildet.

8. Kanal-Sekundirelektronenvervielfacher nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, daB der mit dem trichterfdrmigen Anfangsab-
schnitt (115) 1in Verbindung stehende Anfang des spiralenférmigen
Kanalteiles (117) etwas enger ist als der Rest des spiralenfdrmigen
Kanals (117).

9. Verfahren zum Herstellen eines Kanal-Sekunddrelektronenvervielfa-
chers nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dall eine einen Vervielfacherkanal bildende Wand eines
Tragerkdrpers mit einer Glaspulversuspension Uberzogen wird, der so
gebildete Uberzug getrocknet wird und der Triger mit dem getrockne-
ten Uberzug auf eine Temperatur erhitzt wird, die nicht wesentlich
hoher ist als die Temperatur, bei der das Glaspulver zu einer

glatten Glasur verschmilzt.

10. Verfahren nach Anspruch 9,. dadurch gekennzeichnet, daB der
Uberzug 1im Vakuum ausgegast und vorerhitzt wird und anschlieBend in

einer oxidierenden Atmosphdre glattgebrannt wird.
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